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1. はじめに 

 本研究では、Ⅲ－Ⅴ族化合物太陽電池の低コ

スト化に向けて、GaAs 薄膜成膜後に基板から

GaAs 薄膜を高速剥離することを目指している。

従来の化合物半導体のエピタキシャルリフト

オフでは、犠牲層を HF 等の薬品によって選択

的にエッチングする方法が利用されているが、

剥離に長時間を要するのが課題である。 

 我々はこれまで、バッファ層に層状化合物の

GaSe を用いることで、GaAs 成膜後に GaSe を

劈開し Si基板やGaAs基板からGaAs成膜層を

高速剥離することに成功している。本手法の課

題は、層状化合物上に成膜する GaAs 層の高品

質化である。層状化合物上に GaAs をエピタキ

シャル成長させるためには、層状化合物のステ

ップ端からの結晶核形成が重要であると考え

られる。GaSe のステップ端を一方向に揃えて

ステップフロー成長させるためには、(111)微

傾斜基板の使用と、基板との界面に In2Se3層を

挿入することが有効であるが、基板のステップ

端構造と In2Se3 層の有無が、GaSe の成長にど

のような影響を与えているのか、明確になって

いない。そこで本研究では、ステップ端構造の

異なる 2 種類の GaAs(001)微傾斜基板を用い、

基板のステップ端の原子種と In2Se3 層が GaSe

のエピタキシャル方位に与える影響から、

GaSe のステップフロー成長における In2Se3 層

の役割を議論する。 

2. 実験方法 

GaAs(001)面から[110]方向に 10o オフカット

した A（Ga）ステップ基板と[-110]方向に 10o

オフカットした B（As）ステップ基板上に、

MBE 法にて In2Se3 層を約 8nm 成膜した後、

GaSe 層を成膜した。In2Se3層、GaSe 層の成膜

温度はそれぞれ 450℃、500℃である。成膜後

の試料は X 線回折の極点図測定により、GaSe

の結晶方位を決定した。 

3. 実験結果および考察 

 Fig.1 に GaSe(004)面の極点図の結果を示す。

両基板で[110],[-110],[1-10],[-1-10]方向の 4方向

で回折ピークが得られたが、その中でも、A ス

テップ基板では[-110]と[1-10]方向の 2 方向に

強い回折ピークが得られ、B ステップ基板では

オフ方向に対応する[-110]の 1 方向に強い回折

ピークが得られた。各ピークの極点図上の位置

は、基板の{111}面と一致しており、{111}面に

平行に GaSe の c 面が成膜されていることが示

された。両基板で B ステップに対応する方向

で強い回折ピークが得られ、さらに B ステッ

プ基板ではオフ方向にのみ強くなっているこ

とから、In2Se3が B ステップ端で選択的に結合

して、その後の GaSe の結晶方位を決定してい

ることを示すものである。 

以上の結果から、(111)微傾斜基板上では、

In2Se3 が基板のステップ端から成長し、GaSe

がそのステップフローを維持したまま成膜し

ていることが示唆された。 
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Fig.1 pole figure of GaSe(004) 

(upper: A step , lower: B step) 
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